


1. В обзоре литературных данных не хватает рассмотрения достигнутого
уровня. Работы по карбиду кремния ведутся интенсивно, существует множество 
серийных приборов, на каждый из которых выпускается технический паспорт, есть 
патенты и оригинальные статьи. Читателю хорошо было бы увидеть некую 
сравнительную таблицу параметров, из которой можно было бы сделать вывод о 
месте работы среди прочих. Без такого сравнения предложенные технологические 
подходы могут показаться своеобразной панацеей. 

2. В автореферате часто упоминается, что та или иная технология была
разработана. Однако, в основном представлено описание реализованной 
технологии, но не результаты разработки. Например, разработка технологии 
имплантации ионов аргона должна содержать перебор ряда технологических 
параметров (энергии ионов, дозы, толщины и параметров топологии маски). В ходе 
технологического моделирования средствами TCAD или в процессе ряда 
технологических экспериментов следовало бы получить наиболее оптимальный с 
точки зрения технических характеристик и стоимости изготовления маршрут. 
После знакомства с авторефератом о подобных разработках делать выводы сложно. 

Представленные замечания не снижают значимости полученных результатов 
и не влияют на положительную оценку работы. Работа соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки Физико-техническом институте 
им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, а ее автор, Н.М. Лебедева, заслуживает 
присуждения ей степени кандидата физико-математических наук по специальности 
1.3 .11 - физика полупроводников. 
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